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【 請 求 項 １ 】
第 １ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 、 前 記 第 １ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 設 け ら れ た Ｍ Ｓ ｉ x  膜 （ た だ し 、 Ｍ
は タ ン グ ス テ ン 及 び モ リ ブ デ ン の 中 か ら 選 択 さ れ た 金 属 元 素 、 ｘ ＞ １ ） を 含 む 第 １ の ゲ ー
ト 電 極 と 、 を 備 え た ｎ 型 Ｍ Ｉ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ と 、
第 ２ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 、 前 記 第 ２ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 設 け ら れ た Ｍ Ｓ ｉ y  膜 （ た だ し 、 ０
≦ ｙ ＜ １ ） を 含 む 第 ２ の ゲ ー ト 電 極 と 、 を 備 え た ｐ 型 Ｍ Ｉ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ と 、
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
ｘ ≧ ２ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
ｎ 型 Ｍ Ｉ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ が 形 成 さ れ る 第 １ の 領 域 内 の 第 １ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 及 び ｐ 型 Ｍ Ｉ
Ｓ ト ラ ン ジ ス タ が 形 成 さ れ る 第 ２ の 領 域 内 の 第 ２ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 、 Ｍ Ｓ ｉ y  膜 （ た だ
し 、 Ｍ は タ ン グ ス テ ン 及 び モ リ ブ デ ン の 中 か ら 選 択 さ れ た 金 属 元 素 、 ０ ≦ ｙ ＜ １ ） を 形 成
す る 工 程 と 、
前 記 第 １ の 領 域 内 の 前 記 Ｍ Ｓ ｉ y  膜 を シ リ コ ン と 反 応 さ せ て 第 １ の 領 域 内 に Ｍ Ｓ ｉ x  膜 （
た だ し 、 ｘ ＞ １ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 Ｍ Ｓ ｉ x  膜 を 形 成 す る 工 程 は 、 前 記 第 １ の 領 域 内 の Ｍ Ｓ ｉ y  膜 上 に シ リ コ ン 膜 を 形 成
す る 工 程 と 、 熱 処 理 に よ っ て 前 記 第 １ の 領 域 内 の Ｍ Ｓ ｉ y  膜 を 前 記 シ リ コ ン 膜 と 反 応 さ せ
る 工 程 と を 含 む
こ と を 特 徴 と す る に 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
ｎ 型 Ｍ Ｉ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ が 形 成 さ れ る 第 １ の 領 域 内 の 第 １ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 及 び ｐ 型 Ｍ Ｉ

請 求 項 ３



Ｓ ト ラ ン ジ ス タ が 形 成 さ れ る 第 ２ の 領 域 内 の 第 ２ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 、 Ｍ Ｓ ｉ x  膜 （ た だ
し 、 Ｍ は タ ン グ ス テ ン 及 び モ リ ブ デ ン の 中 か ら 選 択 さ れ た 金 属 元 素 、 ｘ ＞ １ ） を 形 成 す る
工 程 と 、
前 記 第 ２ の 領 域 内 の 前 記 Ｍ Ｓ ｉ x  膜 に 含 有 さ れ た シ リ コ ン を 抽 出 し て 第 ２ の 領 域 内 に Ｍ Ｓ
ｉ y  膜 （ た だ し 、 ０ ≦ ｙ ＜ １ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
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